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MIN NOM MIN MIN NOM MIN
A 0.83 0.85 0.87 E 5.70 5.80 5.90
A1 0 0.02 0.05 E2 2.20 2.25 2.30
A3 0.22REF E3 1.05 110 115
bib2 0.21 0.23 0.25 e 0.45 0.50 0.55
b1 0.41 0.43 0.45 el 0.95 1.00 1.05

D 1.85 1.90 1.95 K 0.35REF
D2 118 123 128 L 0.67 0.72 0.77
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